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【背景と目的】 

反強磁性体として α-Cr2O3 を用いた Pt/Co/α-Cr2O3 交換磁気異方性膜では，膜面垂直方向の交換磁

気異方性と共に，α-Cr2O3の電気磁気効果を利用した電界による交換磁気異方性の極性反転が可能

である．これまでに，バルク α-Cr2O3 と共に α-Cr2O3薄膜を用いた系において，電界による垂直交

換磁気異方性の極性反転が報告されているが[1-4]，観測例は数例に限られており，本特性を発現

する試料構成，計測条件等の実験パラメータと共に，温度依存性，極性反転の定量評価，交換磁

気異方性エネルギーとの関係，動的測定等の発現メカニズムについても，明らかになっていない．

本研究では，Pt/Co/α-Cr2O3/Pt 積層膜を用いて，特に，交換磁気異方性の等温極性反転をパルス電

圧によって誘起した際の極性反転挙動について検討した． 

【実験方法】 

試料作製には，DC マグネトロンスパッタリング装置を用いた．作製した試料構成は，Pt(5 

nm)/Co(0.8 nm) /α-Cr2O3(200 nm)/Pt(20 nm)/α-Al2O3-subs.である．作製した薄膜を，フォトリソグラ

フィー法と Ar イオンミリング法を用いて，電界印加可能な Hall 素子構造に微細加工した．作製

した素子を用いて，磁場・電場印可後の異常 Hall 効果測定を行い，交換磁気異方性の極性反転を

検出した．電場と磁場の印加方向は共に，膜面垂直方向とした．測定温度は，265 K とした．  

【実験結果】 

+10 kOe の磁場中冷却後，電圧印加前では，負方向に 0.8 kOe の交換バイアス磁場が観測された．

この状態を初期状態として，-10 kOe の磁場と負方向の電場を同時に印加することで，電場強度が

約 1400 kV/cm において，交換バイアス磁場が負方向から正方向に反転した．磁場を-10 kOe で固

定し，電場強度を 1750 kV/cm パルス幅を 10 ns – 1ms としたパルス電圧の印加により，パルス電

圧を用いた場合でも交換バイアスの極性反転が可能であることが分かった． 
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